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Niektóre znane komórki fotoelektrycz-
ne z półprzewodzącą warstwą selenową
posiadają warstwę selenową, która jest
spojona z płytką podstawową, wykonaną z
metalu z grupy żelaza, i przekształconą ze
stanu bezpositaciowegtoi na szary stan kry¬
staliczny za pomocą różnych procesów ter¬
micznych, po czym wolną powierzchnię se¬
lenu pokrywa się przezroczystą błoną me¬
talową.

Gdy promienie paldają na powłokę se¬
lenową przez przezroczystą błonkę meta¬
lową, powstaje siła elektromotoryczna,
proporcjonalna db natężenia promieni, pa¬
dających na komórkę.

Znane selenowe komórki fotoelektrycz-
ne są umieszczone w jednej osłonie razem

z czułym przyrządem magnetoelektrycz-
nym, który stanowi w tym przypadku mier¬
nik jasności. W zespole tego rodzaju ob¬
wód magnetyczny miernika może z łatwo¬
ścią podlegać wpływowi płytki żelaznej.

Komórka fotoelektryczna według wy¬
nalazku1 usuwa tę niedogodność zespołów
znanej komórki z ruchomym przyrządem
magnetoelektrycznym.

W tym celu w komórce foitoelektrycz-
nej płytka] podstalwowa, z którą jest spo¬
jona półprzewodząeą powłoka, a zwłaszcza
warstwa selenowa, jest wykonana z lek¬
kiego metalu, pokrytego cienką warstewką
metalu grupy żelaza. Poniklowana płytka
glinowa nadaje się specjalnie jakb metal
poldstawowy komórki fotoelektrycznej we-



dług niniejszego wynalazku. W celu otrzy-
malnia lepszego styku pomiędzy płytką
podisfctfwową i warltwą selenową, z którą
należy spoić tę płytkę, płytce glinowej na¬
daje się przed niklowaniem odpowiednią
chropowatość mechanicznie lub chemicz¬
nie.

Płytka glinowa powinna być powleczo¬
na metalem gnipy żelaza w celu otrzyma¬
nia małej olpoimości stykowej pomiędzy
płytką podstawową i powłoką glinową.
Gdyby powłoka selenowa była spojona
bezpośrednio z glinową płytką podisrtawo-
wą, to tlenek, pokrywajapy płytkę glinową,
wytworzyłby wielką oporność pomiędzy
płytką podstawową i poiwłoką selenową.

Niklowanie glimowej płytki podstawo-
wej powinno być wykonane wedłiig jednej
ze marnych metod, aby pomiędzy tą płytką
i wanstwą glinową nie mogła wytworzyć
się warstewka tlenku.

W takiej komórce z płytką metalową,
wykonaną z lekkiego metalu, układ magne¬
tyczny przyrządu z ruchomą cewką nie mo¬
że podlegać wpływowi tej płytki. Ponadto
komórka według wynalazku w porównaniu
ze znainą kóimórką posiada w dodatku tę
zaletę, że jest lżejsza.

Komórka według niniejszego wynalaz¬

ku przewyższa również znane komórki fo-
toelektryczne z żelazną płytką podstawo¬
wą i w innych przypadkach, np. w zespole
komórki fotoelektrycznej z igłą magne¬
tyczną.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Komórka; fotoelektryczna z półprze-
wodzącą warstwą selenową, w której war¬
stwa półpirzewodlząpa jest ściśle spoijona z
metalową płytką podstawową, przy czym
wolna powierzchnia tej warstwy jest pokry¬
ta przezroczystą błoną metalową, znamien¬
na tym, że płytka podstawowa jest wyko¬
nana z lekkiego metalu, pokrytego meta¬
lem grupy żelaza.

2. Komórka fotoelektryczna z półprze-
wodzącą warstwą selenową według zastrz.
1, znamienna tym, że płytka podstawowa
z lekkieglo metalu przed pokryciem jej me¬
talem grupy żelaza jest uczyniona! chropo¬
watą mechanicznie lub chemicznie.
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